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【57】申請專利範圍
1.　一種樹脂組成物，其包含：
樹脂；及

鹼產生劑，

前述鹼產生劑為由下述式（1-1）表示之化合物，

式（1-1）中，L1為由下述化學式 19所示的結構之一的 n+m價連結基，R1分別獨立地

表示 1價二甲基�啶環或 1價二甲基 啉環，R2表示可以具有取代基之烴基，R1彼此

可以連結而形成環結構，m表示 1或 2，n表示 1或 2：
[化學式 19]
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在 L1的上述結構中，*表示與和直接鍵結於式（1-1）中的 R2的氮原子直接鍵結之羰基

的鍵結部位，#表示與和直接鍵結於式（1-1）中的 R1的氮原子直接鍵結之羰基的鍵結部
位。

2.　如請求項 1所述之樹脂組成物，其中
式（1-1）中的前述 L1包含至少 1個芳香環結構。

3.　如請求項 1所述之樹脂組成物，其中
式（1-1）中的前述 L1與式（1-1）中的 m+n個羰基的鍵結部位均為碳原子。

4.　如請求項 1至請求項 3之任一項所述之樹脂組成物，其中
式（1-1）中的 R1所表示的二甲基�啶環及二甲基 啉環為順式體。

5.　如請求項 1至請求項 3之任一項所述之樹脂組成物，其中
前述樹脂為選自包括環化樹脂及其前驅物之群組中之至少 1種樹脂。

6.　如請求項 1至請求項 3之任一項所述之樹脂組成物，其中
前述樹脂包含選自包括具有乙烯性不飽和鍵之基團、環氧基、氧環丁烷基、醛基及酮基

之群組中之至少 1個基團。
7.　如請求項 1至請求項 3之任一項所述之樹脂組成物，其進一步包含光聚合起始劑。
8.　如請求項 1至請求項 3之任一項所述之樹脂組成物，其進一步包含聚合性化合物。
9.　如請求項 1至請求項 3之任一項所述之樹脂組成物，其進一步包含有機金屬錯合物。

10.   如請求項 1至請求項 3之任一項所述之樹脂組成物，其包含環化樹脂或其前驅物作為前
述樹脂且用於形成再配線層用層間絕緣膜。

11.   一種硬化物，其藉由硬化請求項 1至請求項 10之任一項所述之樹脂組成物而成。
12.   一種積層體，其包含 2層以上由請求項 11所述之硬化物構成之層，在由前述硬化物構成

之層彼此之間包含金屬層。

13.   一種硬化物的製造方法，其包括在基材上適用請求項 1至請求項 10之任一項所述之樹脂
組成物來形成膜之膜形成步驟。

14.   如請求項 13所述之硬化物的製造方法，其包括：
曝光步驟，對前述膜進行選擇性曝光；及

顯影步驟，使用顯影液對前述膜進行顯影來形成圖案。

15.   如請求項 13所述之硬化物的製造方法，其包括在 50 ～ 450℃下加熱前述膜之加熱步驟。

(2)
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16.   一種積層體的製造方法，其包括請求項 13至請求項 15之任一項所述之硬化物的製造方
法。

17.   一種半導體裝置的製造方法，其包括請求項 13至請求項 15之任一項所述之硬化物的製
造方法。

18.   一種半導體裝置的製造方法，其包括請求項 16所述之積層體的製造方法。
19.   一種半導體裝置，其包含請求項 11所述之硬化物。
20.   一種半導體裝置，其包含請求項 12所述之積層體。
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